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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47E: Dispositifs discrets a semi-
conducteurs, du comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47E/194/FDIS 47E/198/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informatio
abouti a I'approbation de cet amendement.

sur le vote ayant

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de
pas modifié avant 2002. A cette date, la publication sera

€ sera

e reconduite;

e supprimée;

« remplacée par une édition révisée, ou
< amendée.
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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 47E: Discrete semiconductor devices,
of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47E/194/FDIS 47E/198/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be
on voting indicated in the above table.

Rd in the report

The committee has decided that the contents of the base publicati
remain unchanged until 2002. At this date, the publication will b
¢ reconfirmed;

e withdrawn;

« replaced by a revised edition, or
¢ amended.
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5 Valeurs limites et caractéristiques essentielles
5.1 Généralités
5.1.1 Méthodes de spécification
5.1.2 Températures recommandées
5.2 Conditions pour les valeurs limites
5.2.1 Transistors bipolaires a grille isolée a température ambiante spécifiée
5.2.2 Transistors bipolaires a grille isolée a température de boitier spécifiée
5.3 Valeurs limites
5.3.1 Tension collecteur-émetteur avec tension grille-émetteur nulle (Vcgs)
5.3.2 Tension grille-émetteur avec tension collecteur-émetteur nulle (Vggs)
5.3.3 Courant (continu) de collecteur (/Ic)
5.3.4 Courant collecteur de pointe répétitif (Icrm)
5.3.5 Courant collecteur de pointe non répétitif (Icsm)
5.3.6 Zone de fonctionnement de sécurité
5.3.7 Dissipation totale de puissance (Piqt)
5.3.8 Température virtuelle de jonction (Ty;)
5.3.9 Température de boitier (T.) (pour les transistor
a température de boftier spécifiée)
5.3.10 Température de stockage (Tstg)
5.3.11 Force de fixation (F)
5.3.12 Tension de maintien collecteur-émett¢
5.3.13 Aire de sécurité en inverse (RBSOA
5.3.14 Aire de sécurité en courtsjrcui
5.3.15 Tension de décharge é
5.4 Caractéristiques
5.4.1

5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8

5.4.15 Impédahce thermique jonction-boitier dans des conditions d'impulsion (Zin-c)p)
5.4.16 Impedance thermique jonction-ambiante dans des conditions d'impulsion (Z(j-a)p)
5.4.17 Caractéristiques mécaniques et autres données
6 Méthodes d'essai
6.1 Généralités
6.2 Méthodes d'essai
6.2.1 Tension de maintien collecteur-émetteur (Vcg#*sus)
6.2.2 Tensions collecteur-émetteur (Vces, Vcer, Vcex)
6.2.3 Tension grille-émetteur (£Vggs)
6.2.4 Aire de sécurité en inverse (RBSOA)
6.2.5 Aire de sécurité en court-circuit
6.2.6 Tension de décharge électrostatique
6.2.7 Courant collecteur
7 Méthodes de mesure de référence
7.1 Généralités
7.1.1 Précautions générales
7.1.2 Précautions de manipulation
7.1.3 Symbole graphique des transistors bipolaires a grille isolée
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5 Essential ratings and characteristics

5.1 General
5.1.1 Rating methods
5.1.2 Recommended temperatures

5.2 Rating conditions
5.2.1 Ambient-rated IGBTs
5.2.2 Case-rated IGBTs

5.3 Ratings (limiting values)
5.3.1 Collector-emitter voltage with gate-emitter short-circuited (Vcgs)
5.3.2 Gate-emitter voltage with collector-emitter short-circuited (Vggs)
5.3.3 (Continuous) collector (direct) current (/c)
5.3.4 Repetitive peak collector current (Icrm)
5.3.5 Non-repetitive peak collector current (Icsm)
5.3.6 Safe operating area
5.3.7 Total power dissipation (Piqt)
5.3.8 Virtual junction temperature (Tyj)
5.3.9 Case temperature (T;) (for case-rated IGBTS)
5.3.10 Storage temperature (Tstg)
5.3.11 Mounting force (F)
5.3.12 Collector-emitter sustaining voltage (Vg
5.3.13 Reverse biased safe operating area (
5.3.14 Short-circuit safe operating area
5.3.15

5.4 Characteristics
541
5.4.2
5.4.3
544
545
5.4.6
5.4.7
5.4.8

junction to case (Rin(j-c))
e junction to ambient (Rin(j-a))

6 Methods of testing
6.1 General
6.2 Test methods
6.2.1 Collector-emitter sustaining voltage (Vce*sus)
6.2.2 Collector-emitter voltages (Vces, Vcer, Vcex)
6.2.3 Gate-emitter voltage (xVggs)
6.2.4 Reverse biased safe operating area (RBSOA)
6.2.5 Short-circuit safe operating area
6.2.6 Electrostatic discharge voltage
6.2.7 Collector current
7 Methods of measurement
7.1 General
7.1.1 General precautions
7.1.2 Handling precautions
7.1.3 Graphical symbol of IGBT
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7.2 Méthodes de mesure

7.2.1 Tension de seulil grille-emetteur (Vgg(to))

7.2.2 Courant de fuite de grille (Iges)

7.2.3 Dissipation de puissance a I'établissement (Pyy), dissipation d'énergie
a I'établissement (par impulsion) (Egp)

7.2.4 Dissipation de puissance a la coupure (Pys), dissipation d'énergie
a la coupure (Ep)

7.2.5 Temps total d'établissement (f,n), temps de retard a I'établissement (tg(on)),
temps de croissance (t;)

7.2.6 Temps total de coupure (tof), temps de retard a la coupure (tq(off)), temps
de décroissance ()

7.2.7 Résistance thermique jonction-boitier R (j.c)) et impédance thermique
transitoire jonction-boitier (Zinj-c))

7.2.8 Tension de saturation collecteur-émetteur (Vcgsat)

7.2.9 Courant résiduel collecteur-émetteur (Icgs, Icer, Ice

7.2.10 Temps de commmutation (tyon, & ton) €t énergie de
7.2.11 Capacité d'entrée (Cies)
7.2.12 Capacité de sortie (Cges)
7.2.13 Capacité de transfert inverse (Cres)
8 Réception et fiabilité
8.1 Exigences générales
8.2 Exigences spécifiques

8.2.1 Liste des essais d'endurance
8.2.2 Conditions pour les esgais
8.2.3 Critéres de défaillance e

pour les essais de réceptio
8.2.4

8.3
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Criteres de défaillance ¢
pour les essais de fi

2 Référence normatives
Insérer, dans la liste existante, le titre de la norme suivante:

CEIl 60747-7:2000, Dispositifs discrets et circuits intégrés a semiconducteurs — Partie 7:
Transistors bipolaires
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7.2 Measuring methods
7.2.1 Gate-emitter threshold voltage (Vg (o))
7.2.2 Gate leakage current (Iggs)
7.2.3 Turn-on power dissipation (Pgp), turn-on energy (per pulse) (Egn)
7.2.4 Turn-off power dissipation (Pgy¢f), turn-off energy (per pulse) (Eqf)
7.2.5 Turn-on time (fon), turn-on delay time (ty(on)), rise time ()
7.2.6 Turn-off time (fof), turn-off delay time ({y(off)), fall time ()
7.2.7 Thermal resistance junction to case (Rinj-c)) and transient thermal impedance
junction to case (Zin(j-c))
7.2.8 Collector-emitter saturation voltage (Vcesat)
7.2.9 Collector-emitter cut-off current (Ices, Icer, Icex)
7.2.10 Turn-on intervals (tyon, t, ton) and turn-on energy (Egn)
7.2.11 Input capacitance (Cies)
7.2.12 Output capacitance (Cges)
7.2.13 Reverse transfer capacitance (Cres)
8 Acceptance and reliability
8.1 General requirements
8.2 Specific requirements
8.2.1 List of endurance tests
8.2.2 Conditions for endurance tests
8.2.3 Failure-defining characteristics and f
8.2.4 Failure-defining characteristics an '
8.2.5 Procedure in case of a testi
8.2.6 Endurance tests and test m
8.3 Type tests and routine tests
8.3.1 Type tests
8.3.2 Routine tests
8.3.3 Measuring 2

Annex A (normative)

Annex B (normative)
conditions

Annex C (norma ias afeNdperating area (FBSOA)
Annex D (informativ

Or-emitter breakdown voltage
ive load turn-off current under specified

Insert, in the existing/list, the title of the following standard:

IEC 60747-7:2000, Semiconductor discrete devices and integrated circuits — Part 7: Bipolar
transistors
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3.2 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques; tensions et courants

Ajouter les nouvelles définitions suivantes:

3.2.7

tension collecteur(-émetteur) avec grille et émetteur court-circuités (Vcgs)

tension collecteur-émetteur pour laquelle le courant collecteur a une faible valeur (absolue)
spécifiée, la grille et I'émetteur étant court-circuités

3.2.8
tension de maintien collecteur-emetteur (Vce*sus)

tension de claquage collecteur-émetteur a courant collecteur relativemeniy €lexé pour laquelle

Exemple: Tension de maintien collecteur-émetteur Vegreus-

NOTE 4 Ce terme est important pour les disposhifs haute

3.2.9
tension de décharge électrostatique

A I'étude.
4 Symboles littérau

4.3 Liste des bo
4.3.1 Tensions

Insérer, aprés « Y collecteur-émetteur», les termes suivants:

Tension de ma Emetteur (Vcgssus)

Tension ded ostatique: les symboles littéraux sont a I'étude
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5.3 Valeurs limites

Ajouter les nouvelles valeurs limites suivantes:

5.3.12 Tension de maintien collecteur-emetteur (Vcgrsys)

Supérieure a la valeur minimale spécifiée dans les conditions définies.

5.3.13 Aire de sécurité en inverse (RBSOA)

Diagramme représentant les conditions du couple courant collecteur Ic tension collecteur-
émetteur Vcg que peut supporter sans dommage I'lGBT pendant une courte période a
I'ouverture dans les conditions définies.
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3.2 Terms related to ratings and characteristics; voltages and currents

Add the following new definitions:

3.2.7

collector(-emitter) voltage with gate-emitter short-circuited (Vcgs)

collector-emitter voltage at which the collector current has a specified low (absolute) value
with gate-emitter short-circuited

3.2.8

collector-emitter sustaining voltage (Vce#sys)
collector-emitter breakdown voltage at relatively high values of collectorcu
breakdown voltage is relatively insensitive to changes in collector ¢
termination between gate and emitter terminals

ent where the
a specified

NOTE 1 The specified termination between gate and emitter terminals is indicated\in the tetter S3ymbql by’the third

subscript '*'; see 4.1.2 of IEC 60747-7.

NOTE 2 When necessary, a suitable qualifier is added to the basic term fo indicate axgpecific te
gate and emitter terminals.

jation between

Example: Collector-emitter sustaining voltage Vcggrsuys-

NOTE 4 This term is important for high-voltage/tevices, A«

3.2.9
electrostatic discharge voltage

Under consideration.
4 Letter symbols

4.3 List of let
4.3.1 Voltages

Insert, after "Colls

Electrostati
Page 19

5.3 Ratings (limiting values)

Add the following new ratings:

5.3.12 Collector-emitter sustaining voltage (Vcg#sus)

Not less than the specified minimum value under specified conditions.

5.3.13 Reverse biased safe operating area (RBSOA)

Diagram showing the area of collector current Ic and collector-emitter voltage Vg which the
IGBTs will sustain simultaneously for a short period of time during turn-off without being
damaged under the specified conditions.
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5.3.14 Aire de sécurité en court-circuit (SCSOA)

L'aire de sécurité en court-circuit est définie par un couple de valeurs de la durée du court-
circuit tpsc et la tension collecteur-émetteur Vcg, qui ne doit pas étre dépassé a la mise en
court-circuit. Le composant doit étre conducteur, puis de nouveau ouvert, pour court-circuiter
la source de tension sans étre endommagé.

5.3.15 Tension de décharge électrostatique spécifiée
Tension maximale de décharge ne produisant pas de dégradation, appliquée entre la grille et
I'émetteur dans des conditions spécifiées de polarisation collecteur-émetteur, court-circuit ou
résistance série ou accumulateur ou circuit ouvert.

*= définitions de R,S,0 ou X: (R), (S), (0), (X)

Insérer le nouvel article 6 suivant:

6 Meéthodes d'essai

6.1 Geénéralités

tio dispositifs a l'essai
rs supérieures aux valeurs

Les méthodes de mesure sont décrites pour évit
(DUT). Il convient que les DUT ne soient pas e
limites maximales spécifiées.

6.2 Meéthodes d'essai
6.2.1 Tension de maintien collecteur-é

Voir 6.1.7 de la CEI 6074

But
Veérifier que la Q

spécifiées, n'est pg

lecteur-émetteur d'un IGBT, dans des conditions
maximale spécifiée Vcessus.

Schéma

Ls

0osC

IEC 1318/01
Légende

T IGBT (dispositif a I'essai)
Vo Valeur de Vcgx*gys prévue
R1 Résistance de mesure du courant ou sonde

OSC Oscilloscope double canal

Figure 1 — Circuit de mesure de la tension de maintien collecteur-émetteur Vgg«gys
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5.3.14 Short-circuit safe operating area (SCSOA)
SCSOA is given by a pair of values of short-circuit duration t,sc and collector-emitter voltage

Vce which may not be exceeded under the load short-circuit conditions. The device may be
turned on and turned off again for shorting a voltage source without being damaged.

5.3.15 Rated electrostatic discharge voltage

Maximum voltages for discharge without damage between gate and emitter at specified
collector-emitter circuit conditions, short-circuit or series resistor circuit or series battery
circuit or open circuit.

*= R,S,0 or X definitions: (R), (S), (0O), (X)

Insert the following new clause 6:

6 Methods of testing

6.1 General

The test methods are introduced to avoid destructig
should not be tested at higher than the specified makim

der test (DUT). DUTs

6.2 Test methods
6.2.1 Collector-emitter sustaining volts

See 6.1.7 of IEC 60747-7.

Purpose
To ensure that the.colle g voltage of an IGBT, under specified conditions,
is not less than @a ' ' e Wep

Circuit diagram

T
i~ Gﬁl\/: | osc

e,
147 IEC 1318/01
Key

T IGBT (device under test)
Vo Expected VcE*sys
R1 Shunt or current probe

OSC Dual-channel oscilloscope

Figure 1 — Circuit for measuring the collector-emitter sustaining voltage Vcgssys
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Description et exigences du circuit
L'IGBT est mis en conduction en régime saturé en impulsion.

A cause de l'inductance L, la commutation de la tension de grille provoque I'exploration d'un
cycle courant-tension pour le composant.

La résistance R, est nécessaire pour la mesure de Vcgrsus-

Le générateur G; est réglable; il permet d'ajuster le courant collecteur a la valeur spécifiée.
R4 est une résistance pour la mesure du courant ou une sonde.

Un dispositif d'écrétage de tension, indiqué a la figure 1 par une souree de tensjon réglable

le cas contraire, elle peut étre calculée a partir de

Lmin = (Vces —Vce) %

Exécution

Régler le dispositif d'écrétage pour q
La tension V¢ étant nulle, régler la ¥

Augmenter progressivementNa terfsign

tension minimale ‘H fo acifiée (pot B\de la figure 2). Il en résulte que le courant de

départ du cycle ¢
(point A’ de la figu¥é

deifie —x— .

A / Avec écrétage

/ Sans écrétage

»
»

"4
Veessus Minimum spécifié

IEC 1319/01
Figure 2 — Aire de fonctionnement du courant collecteur

Précautions a prendre

Dans un premier essai, il convient de vérifier I'action du dispositif d'écrétage en diminuant sa

tension de réglage V,; puis de réajuster cette tension a la valeur désirée de Vg qui
correspond au courant Ic spécifié (point B de la figure 2).
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Circuit description and requirements
The IGBT is operated in a saturated condition under pulse operation.

Due to the inductance L, switching off the gate voltage causes the IGBT to be swept through
a current-voltage cycle.

Resistor Ry is required for the measurement of Vcersus-

The generator G, is adjustable; it enables the collector current to be set to the specified
value. Rj is a current-measuring shunt or current probe.

series with a
set to the

A voltage clamping unit, indicated in figure 1 as a variable voltage souycg
diode, limits the voltage Vcg at the maximum rated value V, =
expected value of Vcg#gys.

The minimum value of load inductance L may be given in the de 8Cifi gtherwise, it
may be calculated from

Lmin = (Vces —Vcc) *
This ensures that /c does not drop by more than

Test procedure

The clamping unit is adjusted to operate at the Mm rated value Vcgxgys- With voltage
Vcc set at zero, Vg is adjusted so that te ifi
i i i QUIrS

A With clamping

/ Without clamping

v
Specified minimum Vegssys

IEC 1319/01

Figure 2 — Operating locus of the collector current

Precautions to be observed

In a preliminary test, the action of the clamping unit should be verified by decreasing its
adjustable voltage V5; then the clamping unit should be adjusted to the desired value of Vg
that corresponds to the specified current Ic (point B of figure 2).
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Exigences

— L'IGBT est satisfaisant lorsque la trace du point B vers le point C ne passe pas a gauche
de la ligne BC.

— Lorsque le dispositif d'écrétage n'est pas utilisé, I'lGBT est satisfaisant lorsque la trace
contourne effectivement le point B, comme indiqué a la figure 2.

Conditions spécifiées

— Température du boitier ou ambiante ou virtuelle de jonction T, ou T; ou Ty;

— Courant collecteur Ic

— Tension de maintien minimale Vcersus, VcESsus

— Valeur de lI'inductance L, s'il y a lieu

— Valeur de l'inductance par dispersion sans écrétage Lg

— Fréquence du générateur d'impulsions de tension de grille Vg _si di de's z
— Résistance de grille Ry, R3 si nécessaire

— Tension de grille G3 (obligatoire)

6.2.2 Tensions collecteur-émetteur (Vcgs, Vcer

But

Schéma

osc |
G - + 5

Rs

Méthode en continu Méthode en impulsion
IEC 1320/01

Légende
T IGBT (dispositif a I'essai)

Figure 3 — Circuit de mesure des tensions collecteur-émetteur Vegs, Veer: Veex

Exécution

Il existe deux méthodes, I'une en continu et 'autre en impulsion. Les circuits sont donnés a la
figure 3.

Régler la tension grille-émetteur a la valeur spécifiée. Régler la tension collecteur-émetteur a
la valeur spécifiée. Le courant résiduel collecteur-émetteur Ic ne doit pas dépasser la valeur
spécifiée.
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